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Диэлектрики с низкой диэлектрической проницаемостью k (low-k) являются наиболее перспективными межслойными изоляторами в сверхбольших интегральных схемах [1]. Для обеспечения низких значений k такие материалы содержат наноразмерные поры, поверхность которых покрыта гидрофобными метильными CH3-группами. С целью предотвращения диффузии атомов меди, из которой изготавливаются проводящие элементы, на поверхность low-k пленок необходимо наносить ультратонкие барьерные слои, однако эта задача усложняется наличием на поверхности гидрофобных CH3-групп. 
Ранее в [2,3] на основе квантовомеханического моделирования было показано, что эффективным способом удаления метильных групп с low‑k поверхности без повреждения пленки является воздействие ионов инертных газов низкой (10–20 эВ) энергии. В настоящей работе было исследовано воздействие ионов и радикалов плазмы N2 и O2 и выполнен сопоставительный анализ с полученными ранее результатами. 
Работа выполнена при поддержке фонда «Базис» (грант № 23-2-9-53-1).
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